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BU 526

Silizium-NPN-Leistungstransistor
Anwendung: Getakiete Netzgerdte

Besonders Merkmale:
#® In Dreifachdiffusions-Masa-Technik @ Kurze Schaltzeit
@ Hohe Sperrspannung @ Verlustleistung 88 W

Abmessungen in mm

i Kollektor mit
A Gehédusa verbunden
—_—
Normgehiuse
3B 2DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max, 20 g
1,8
b 11—
Isolierscheiben  Best. Nr. 515330
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Emittar-Sparrspannung Usga 400 v
Uegs 800 v
Rae = 100 0 Fig. 5 Licer 900 W
Kollektorspitzenstrom Fig. 3 lesn 10 A
Kollektorstrom Fig. 3 Iz a8 A
Basisstrom In 4 A
—Imm 4 A
Gesamiverlustheistiung

Teasn = 25°C Fig. 2.3, 4 Pt 86 W
Sperrschichttemperatur 5 175 e
Lagerungstemperaturbereich Tata -B5..4+175 °C
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Warmewiderstand
Sperrschichl-Gehiiuse

Kenngroben
Teasn = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kolleklorreststrom
Upp = 900V Fig. 7
T, =150°C, Uge =800V Fig. 7

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Io = 100 mA, L = 125 mH
Iz = 0.5 mA, Reg = 100 0

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=1 s

Kollektor-Sattigungsspannung
=8 A lg=3 A Fig. &

Basis-Saltligungsspannung
lo=6A lg=1254A

Kollektor-Basis-Gleichstromwerhaltnis
Usp=5W, lo= 1A Fig. 11
le=d A

Transitfrequenz
Upe =10V, Iz = 500 mA, f =1 MHz

Schaltzeiten
lo=d A Jgy = =lgy = 125 A1, = 20 ps
Ausschalizeit
Abfallzeit

lp=25A lgy = 0.5 A, ~digfdf = 0.5 Afs,
dUce fdt = 500 Vips Fig. 1
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Hinweise zur Berechnung der Speicherzeiten und Ausrdumstrome mit Speicherdadungswerten Quee,
aus Fig. 18 fir induktive Kollektorlast, log = 2.5 A, und =g, Begrenzung durch Vorgabe von:
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_ lay + |f52|
L d"B|
at

=g

"' Beim Abschalten induktiver Last unter Verwendung eines Rickschlagkondensators

2 ‘$ =001,4,=0.1ms
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